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 [緒言 ] GaAsNは変換効率 45%以上を有する多接合太陽電池に適した新材料の一つとして期待さ
れている。しかし、現在までに実用化できる高品質な GaAsN薄膜の作製には至っていない。高品
質な GaAsN薄膜の作製には、成長表面を制御が重要である[1]。そこで我々は自動停止機構(SLM)
によって 1原子層の精度で成長表面を制御できる原子層エピタキシー(ALE)法を選択した。これま
でに我々は、SLMが有効な温度範囲及び原料供給シーケンスを見いだしている[2]。一方で、有機
金属ガスを原料として用いた GaAsN成長においては、N組成増加に伴い残留不純物量が増加する
傾向にある[3]。そこで本研究では、SLM条件化で GaAsNの ALE成長を行い、Nおよび As原料
の供給時間が残留不純物に与える影響を明らかにすることを目的とした。 
[実験 ] ALE装置を用いて半絶縁性 GaAs(001)基板上に GaAsN薄膜を成長させた。原料およびキャ
リアガスはこれまでの報告と同様とし[2]、Ga,N,As の順に原料を供給するシーケンスを用いた。
本シーケンスでは SLMが有効に働くため、N原料は Ga終端面に供給される事になる。Ga原料供
給時間を 4秒に固定し、As原料供給時間を 10秒に固定し N原料を 1,3,5,10,20秒に変化させた場
合と、N原料供給時間を 10秒に固定して As原料を 8,10,15,20,30に変化させた場合の条件でそれ
ぞれ GaAsN 薄膜を作製した。膜中に残留する H および C 濃度([H], [C])は２次イオン質量分析
(SIMS)により求めた。N 組成増加に伴う不純物量の変化を明らかにするため、残留不純物量を N
濃度([N])により規格化し、N原子あたりの不純物量の観点で比較をおこなった。 
 [結果と考察 ] N原料供給時間に体する N濃度および N原子あたりの残留不純物量の変化を図１
に示す。N 濃度は N 原料供給に伴い増加し、20 秒で飽和傾向にある。[H]/[N]および[C]/[N]は、5
秒までは減少し、その後増加する。不純物量の最小値が得られる供給時間では、N 濃度変化の大
きく制御が困難である。不純物量の As原料供給時間に伴う N原子あたりの残留不純物量と N濃
度の変化を図 2に示す。いずれの値も 20秒までは減少傾向にある。[N]の減少は表面上の N原子
が As 原子に置換された結果と考えられる。[N]減少量に比べて[H]/[N]および[C]/[N]の減少量は大
きい。この領域の N濃度変化は緩やかであり As供給量の制御が N原子あたりの不純物量低減に
有効であると考えられる。 
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Fig. 1 [N], [H]/[H] and [C]/[N] in GaAsN 
films as a function of N pulse duration. 

Fig. 2 [N], [H]/[H] and [C]/[N] in GaAsN 
films as a function of As pulse duration. 
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